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TT70N

Elektrische Eigenschaften
Hochstzulassige Werte
Periodische Vorwarts- und
Rickwarts-Spitzensperrspannung
Vorwarts-
StoRspitzensperrspannung
Ruckwarts-
StoRspitzensperrspannung
Durchlal3strom-Grenzeffektivwert

Dauergrenzstrom
StolRstrom-Grenzwert
Grenzlastintegral
Kritische Stromsteilheit

Kritische Spannungssteilheit

Charakteristische Werte
DurchlaBspannung
Schleusenspannung
Ersatzwiderstand

Zundstrom

Zundspannung

Nicht ziindender Steuerstrom

Nicht ziindende Steuerspannung
Haltestrom

Einraststrom

Vorwarts- und Rickwarts-
Sperrstrom

Zundverzug

Freiwerdezeit

Isolations-Priifspannung

Thermische Eigenschaften

Innerer Warmewiderstand

Ubergangs-Warmewiderstand

Hochstzul.Sperrschichttemperatur
Betriebstemperatur
Lagertemperatur

Mechanische Eigenschaften
Gehause, siehe Seite
Si-Elemente mit Druckkontakt
Innere Isolation
Anzugsdrehmoment fiir
mechanische Befestigung
Anzugsdrehmoment fiir elektrische
Anschlisse

Gewicht

Kriechstrecke
Schwingfestigkeit

Electrical properties

Maximum rated values

repetitive peak forward off-state and
reverse voltages

non-repetitive peak forward off-state
voltage

non-repetitive peak reverse voltage

RMS on-state current
average on-state current

surge current
I*t-value
critical rate of rise of on-state current

critical rate of rise of off-state voltage

Characteristic values
on-state voltage
threshold voltage

slope resistance

gate trigger current
gate trigger voltage
gate non-trigger current

gate non-trigger voltage
holding current

latching current

forward off-state and reverse
currents

gate controlled delay time

circuit commutated turn-off time

insulation test voltage

Thermal properties
thermal resistance, junction

to case

thermal resistance, case to heatsink

max. junction temperature
operating temperature
storage temperature

Mechanical properties

case, see page

Si-pellet with pressure contact
internal insulation

mounting torque

terminal connection torque

weight
creepage distance
vibration resistance

" 2400 V auf Anfrage /2400 V on demand

t,; = -40°C...ty; max
t,; = -40°C...tyj max

t,; = +25°C..tyj max

t.=85°C

t.=61°C
t;=25°C,t,=10ms

tyj = tyjmax, tp = 10 ms
t;=25°C,t,=10ms

ty = tyjmax, tp = 10 Ms

DIN IEC 747-6, f = 50 Hz

leu = 1A, dig/dt=1Alus

tyj = tyjmax» Vo = 0,67 Vpru
6.Kennbuchstabe/6th letter C
6.Kennbuchstabe/6th letter F

tyj = tyjmax, it = 300 A
tyi =ty max
tyi =ty max
t;j=25°C,vp=6V
t;j=25°C,vp=6V

t;=25°C,vp=6V,Ra=5W

t;=25°Cvp=6V,Rex>=10 W

iow = 1A, dig/dt =1 Alus, t; = 20 us
tv' = tvj max

Vp = Vprm: VR = VRRM

DIN IEC 747-6, ty= 25°C

iom =1 A, dig/dt =1 Alus

tyj = tyj maxs itm = Itavm

Vewm = 100V, Vo = 0,67 V pru
dvp/dt = 20 V/us,-di /dt = 10A/us
5.Kennbuchstabe/5th letter O
RMS, f = 50 Hz, 1 min.

RMS, f = 50 Hz, 1 sec.

pro Modul/per module, Q =180°
sin

pro Zweig/per arm, Q =180° sin
pro Modul/per module, DC

pro Zweig/per arm, DC

pro Modul/per module

pro Zweig/per arm

Toleranz/tolerance +/- 15%

Toleranz/tolerance +5%/-10%

f=50Hz

VDRM! VRRM
VDSM
VRSM

ITRMSM

ITAVM
ITSM

1t
(dir/dt)e,

(dVD/ dt)cr

VT
V1(ro)
rr

let
Ver

lep

Vap

Iy
I

Ip, IR

tgd

VisoL

RthJC

RthCK

tvj max
tc op
tstg

M1

M2

1600 1800

2000 2200
1600 1800

2000 2200
1700 1900

2100 2300
150

70

500
1000

max. 2,25
1

3,8

max. 200
max.2
max. 10
max. 5
max. 0,25
max. 300

max.1200

max. 25

max.4

typ.300

3,0
3,6

max. 0,175
max. 0,35
max. 0,165
max. 0,33
max. 0,04
max. 0,08
125
-40...+125
-40...+130

AIN

typ.250
15
50

mwW
mA

mA
mA

mA

mA

mA

us

us

kV
kV

°C/W
°C/W
°C/W
°C/W
°C/W
°C/W
°C
°C
°C

Nm

Nm

mm
m/s?
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DurchlaRverlustleistung je Zweig / On-state power loss per arm
Prav = f(irav)
Parameter: StromfluBwinkel / current conduction angle q
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Bild / Fig. 3

DurchlaRverlustleistung je Zweig / On-state power loss per arm
Prav = f(ltav)

Parameter: StromfluBwinkel / current conduction angle q
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Bild / Fig. 5

B2 - Zweiplus-Briickenschaltung / Two-pulse bridge circuit

Hochstzulassiger Ausgangsstrom / Maximum rated output current Iy

Gesamtverlustleist. der Schaltung / total power dissip. of the circuit Py,

Parameter: Warmewiderstand zwischen Gehause und Umgebung /
thermal resistance case to ambient Ry,ca
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Bild / Fig. 2
Hochstzulassige Gehausetemperatur / Maximum allowable case temperature
te = f(ltavm)

Strombelastung je Zweig / current load per arm
Parameter: StromfluBwinkel / current conduction angle q
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Hochstzulassige Gehausetemperatur / Maximum allowable case temperature
te = f(ltavm)

Strombelastung je Zweig / current load per arm
Parameter: StromfluBwinkel / current conduction angle q
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Bild / Fig. 6

B6 - Sechpuls-Briickenschaltung / Six-pulse bridge circuit

Hochstzulassiger Ausgangsstrom / Maximum rated output current Iy

Gesamtverlustleist. der Schaltung / Total power dissip. of the circuit Py,

Parameter: Warmewiderstand zwischen Gehause und Umgebung /
thermal resistance case to ambient Ry,ca



400
? 350
Piot

300

w]
250
200
150
100

50

0 20 40 60 80

| Rincal C/W]

~
1000
—

g

)
1

2000 R~

100 0 50 100

ty [[C]—

150 200

TT70N/7 IRms [Al———

Bild / Fig. 7

W1C - Einphasen-Wechselwegschaltung / Single-phase inverse parallel circuit

Hochstzulassiger Effektivstrom / Maximum ratet RMS current Igps

Gesamtverlustleist. der Schaltung / Total power dissip. of the

circuit Pyt

Parameter: Warmewiderstand zwischen Gehause und Umgebung/
thermal resistance case to ambient Riyca
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Bild / Fig. 9

Grenzstrom je Zweig It(ov)v. Belastung aus Leerlauf, Vg = 0,8 Vrrm
Maximum overload on- state current per arm Iy oyym- Surge current under
no-load conditions, Vg = 0,8 VRrMm

a -ty = 35 °C, verstarkte Luftkiihlung / forced cooling

b - tp = 45 °C, Luftselbstkiihlung / natural cooling
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Steuercharakteristik mit Ziindbereichen / Gate characteristic with triggering
areas, vg = f(ig), vp=6 V
Parameter: a b c

Steuerimpulsdauer / Pulse duration ty [ms] 10 1 0,5
Hochstzulassige Spitzensteuerleistung/
Maximum allowable peak gate power [W] 20 40 60

250

TT70N
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W3C - Dreiphasen-Wechselwegschaltung / Three-phase inverse parallel circuit
Hochstzulassiger Effektivstrom je Phase / Maximum ratet RMS current per
phase Irpms
Gesamtverlustleist. der Schaltung / Total power dissip. of the circuit Py
Parameter: Warmewiderstand zwischen Gehause und Umgebung/

thermal resistance case to ambient Ry,ca
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Sperrverzégerungsladung / Recovery charge Q, = f(-di/dt)

ty; = tyjmax: VR £ 0.5 VRRM: VRM = 0.8 VRRM
Parameter: Durchlastrom / On-state current ity

ﬁ 1038
tgd
102
[ws] (—
\ \
101
a
A b
™~ ~
100
-1
1010 20 4060100 200 400600 1 2 4 6 10 20 4060100
< mA - A >
TT 70 N/12 Ic—
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Ziindverzug / Gate controlled delay time tga = flig)
ty; = 25°C, dig/dt = igy/1us

a - duBerster Verlauf / limiting characteristic

b - typischer Verlauf / typical characteristic
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Transienter innerer Warmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance

per arm Zthyyc = f(t)

Parameter: StromfluBwinkel / current conduction angle q
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Bild / Fig. 14

Transienter innerer Warmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance

per arm Zthyyc = f(t)

Parameter: StromfluBwinkel / current conduction angle q

TT70N

Analytische Elemente des transienten Warmewiderstandes Zy, ¢ pro Zweig fir DC
Analytical elements of transient thermal impedance Zy, ¢ per arm for DC

Pos. n 1 2 3 4 5 6 7
Rihn[°C/W] 0,0127 0,03| 0,049| 0,1318| 0,1085
t,[s] 0,001| 0,0092| 0,074 0,57 3,51

Analytische Funktion / Analytical function:

Nmax

ot
Zingc = S Rinn (1-€ )

n=1



